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ANALOG TUMDEVRELER
(Yilsonu Sinavi)
Siire 120 dakikadir. Kendi not ve Kkitaplarimizdan yararlanabilirsiniz. Puanlama:
1 (30),2 (30), 3 (20), 4(20)

Soru 1 ve Soru 2’deki MOS tranzistorlar i¢in Vi =1V, Vrp =-1V, ky’ =2.kp" = ZOuA/VZ,
A= O.OOSV'I, Ap =0.01V ! olarak verilmistir.

1. Sekil-1"deki islemsel kuvvetlendirici Vpp = Vss = 5V’luk simetrik kaynakla beslenmektedir. Ty,
T, ve Ty tranzistorlarinin akimlar1 [;=I,=100pA, I; = S00UA olacaktir; (W/L); = (W/L), =(W/L)s=3,
(W/L)¢ =5 olarak belirlenmistir.

a-Sistematik dengesizlik olmamasi i¢in diger tranzistorlarin boyut oranlari nasil se¢ilmelidir?
b-islemsel kuvvetlendiricinin acik ¢evrim kazancini hesaplayimniz.

c-Birim kazang¢ band genisligi f; = 3MHz olarak belirlenmistir. Bu band genisligini saglayan Cc
kompanzasyon kapasitesi degerini hesaplaymiz; ylikselme egimini, sag yaridiizlemdeki sifir
sonsuza kaydiran sifirlama direncini bulunuz. tam gii¢c band genisligini belirleyiniz.

2. CMOS OTA yapilant kullanilarak Sekil-2a’da verilen OTA-C band geciren aktif siizgeci
gergeklestirilecektir. Stizgecin akort frekans1 f, = 100kHz, deger katsayis1 Q, = 1/(2)"?, C,=100pF
olacak ve devredeki OTA’larin egimleri esit olacaktir.

a- OTA’larin (G, ) egimlerine verilmesi gereken degeri belirleyiniz, C, kapasitesinin degerini
hesaplayiniz.

b- OTA-C aktif siizgeci Sekil-2b’deki CMOS simetrik OTA ile gergeklestiriliyor. OTA’nin
yiikkselme egiminin en kotii durumda YE = 0.65V/usn olmasi isteniyor. (W/L); =(W/L)s =1, (W/L);
= (W/L)s = 3, (W/L)s = (W/L)¢ = 2 olarak verilmistir. Giris tranzistorlarinin (W/L); oranini ve I
kutuplama akimini bulunuz. Giris isaretinin degisim araligini belirleyiniz.

3. Sekil-3’deki gerilim kontrollu osilatdrde Tg tranzistorunun emetér kesit alan1 Ts tranzistorunun
emetor kesit alaninin m katidir.

a-Osilasyon frekansini Vi gerilimine baglayan f=f(Vy) ifadesini yaziniz.

Vee = 10V, Ry = Rg= R¢ =5k, R =10k, C =10nF olarak verilmistir. Devrede darbe siiresinin
periyoda oraninin T/T = 1/3 olmasi isteniyor.

b-m biiytikligiint belirleyiniz, gerilim kontrollu osilatoriin kazancini hesaplayimniz.

c-Osilatortin tiretebilecegi en yiiksek frekansi bulunuz.

4. Sekil-4’deki band aralign referansi devresinde T, tranzistorunun emetdr kesit alami T
tranzistorunun kesit alaninin m katidir.

a- Vier geriliminin veren bagintiy1 yaziniz.

b- R, = 9R3 , m = 2 olarak verilmistir. Oda sicakliginda sicaklik katsayisini sifir yapmak i¢in
gereken Ry/R;3 oranmni bulunuz. (0Vgg/dT = -2.5mV/ 0C, AV1/dT = 0.085mV/ °C ).

c- R3; = 100 Ohm olarak verildigine gore, R; ve R, direnglerini ve V. gerilimini hesaplayiniz
(Is; =10"°A, V1 =26mV).
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